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１．概要（Summary） 

SiC は次世代パワーデバイスの材料として期待されて

いる。電極との良好なオーミック接触を得ることはパワー

デバイスの効率向上に重要である。今回、コンタクト抵抗

評価用として、広島大学ナノテクノロジープラットフォーム

を利用して、SiCの TLM(Transfer Length Method)試

料を作製した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

レイアウト設計ツール、ダイサー、スパッタ装置、洗浄、マ

スクレス露光装置 

【実験方法】 

広島大学ナノテクノロジープラットフォームにて、リソグラ

フィを用いて SiC ウエハに Niの TLMパターンを作製し

た。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

評価用に作製したサンプルを Fig.1 に示す。ダイサー

にて SiC ウエハをダイシングし、洗浄後、スパッタにて Ni

膜を形成し、リソグラフィによって TLM パターンを形成し

た。Fig.2に TLMパターンの図を示す。細線状の電極を

電極間距離 10-200um で連続的に変えて配置し、コンタ

クト抵抗測定に使用した。 
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Fig.2 Picture of TLM pattern. 

Fig.1 Picture of SiC sample. 


